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Introducao

Uma grande variedade de revestimentos pode ser
obtida eletroquimicamente, sendo que poucos tém
importancia técnica. O estanho e suas ligas tém sido
utilizados na industria, pois aumentam a resisténcia a
corrosdo e a soldabilidade, além de proporcionar
melhoria estética. SnZn é usada para interconexao
metdlica por apresentar baixo ponto de fuséo,
maleabilidade, ductibilidade, aderéncia, etc. A
composicdo da solugdo eletrolitica podem ser
adicionados complexantes, tais como acido tartarico
(C4,HeOg) e acido citrico (C¢HgO,) e surfactantes, tal
como brometo de cetiltrimetilaménio (CTAB) com o
objetivo de alterar a composi¢cdo e a morfologia s
revestimentos, torna-los uniformes e compactos,
proporcionando maior resisténcia a corrosao.

Resultados e Discussao

Foram realizados experimentos de voltametria ciclica

Foram encontrados dois processos de deposi¢céo: um
proximo a -0,7 V, relativo ao Sn, e outro em -1,1 V,
referente ao Zn, seguido de desprendimento de H,. A
dissolucdo dos metais ocorre em -1,1V e -0,6V,
referentes a Zn e a Sn, respectivamente. Tem-se que
0s complexantes ndo afetam os processos, mas o
CTAB tem a habilidade de reduzir as correntes de
reducéo, de inibir completamente a dissolugédo de Zn
e de minimizar a dissolug@o de Sn. Foram crescidos
filmes entre 10 e 40 mA.cm™, 50 C e espessura de 7
mm, que foram analisados por EDX e por MEV, com
as morfologias sendo apresentadas na Tabela. Em
meio de GHzOs € de C¢HgO; + CTAB, com aumento
da densidade de corrente, o teor de Zn nos depdsitos
se mantém em 53 at% e 26 at%, respectivamente. Ja
em C4HsOs + CTAB e de CiHgO; a medida que se
aumenta a densidade de corrente, ha aumento @
teor de Zn.

Tabela. Imagens de MEV para os eletrodepdsitos
obtidos a 10 mA.cm™ com ampliac&o de 5000 x.

para a verificacdo da influéncia de agentes

com CTAB

complexante sem CTAB

complexantes e de surfactante na deposicdo e na
dissolugcdo de SnZn nos seguintes meios: i) SnCl,
0,02 mol.dm™® + ZnSO, 0,02 mol.dm™ + C,HsO; 0,2

Mo

mol.dm™® + Na,SO, 1 mol.dm™, ii) solucdo i + CTAB C4HsOs rf;
9,2x10* mol.dm™, iii) SnCl, 0,02 mol.dm™® + ZnSO,
0,02 mol.dm™® + CgHgO; 0,2 mol.dm™® + NaSO, 1 4
mol.dm™ e i) solucdo iii + CTAB 9,2.10* mol.dm™.
Os resultados obtidos estdo apresentados na Figura
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Figura 1: Voltamogramas ciclicos comparativos para
deposicdo e dissolugcdo de SnZn sobre cobre. A)
adicéo de CgHgO; e B) adicdo de C;HgO.
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Conclusdes

A presenca de C,4HsOs, C¢HsO; e CTAB na obtencgéo
de SnZn promoveu alteragcdo nos percentuais
atdmicos dos metais, com a morfologia mantendo-se
fibrilar para os sistemas estudados.
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